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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】外光反射を最少化して画面の視認性を高めるこ
とができる有機発光表示装置を提供する。
【解決手段】有機発光表示装置は複数の副画素を含む画
素を備えている。複数の副画素は第１アノード電極３０
１と第１有機発光層を含む第１副画素と、第２アノード
電極３０２と第２有機発光層を含む第２副画素と、第３
アノード電極３０３と第３有機発光層を含む第３副画素
を含む。第１アノード電極、第２アノード電極、及び第
３アノード電極は下記条件を満たす。

ここで、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３は各々第１副画素、第２副画
素、及び第３副画素が互いに隣接する方向に沿って測定
された第１アノード電極の幅、第２アノード電極の幅、
及び第３アノード電極の幅を示し、Ｐは画素の幅を示す
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の副画素を含む画素を備えた有機発光表示装置において、
　前記複数の副画素は、
　第１アノード電極と第１有機発光層を含む第１副画素と、
　第２アノード電極と第２有機発光層を含む第２副画素と、
　第３アノード電極と第３有機発光層を含む第３副画素と、を含み、
　前記第１アノード電極、前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極が下記条件
を満たすことを特徴とする有機発光表示装置。
【数１】

　（ここで、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３は各々前記第１副画素、前記第２副画素、及び前記第３副
画素が互いに隣接する方向に沿って測定された前記第１アノード電極の幅、前記第２アノ
ード電極の幅、及び前記第３アノード電極の幅を示し、Ｐは前記画素の幅を示す。）
【請求項２】
　前記第１アノード電極、前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極の上部に位
置する画素定義膜をさらに含み、前記画素定義膜が前記第１アノード電極の上部に位置す
る第１開口部、前記第２アノード電極の上部に位置する第２開口部、及び前記第３アノー
ド電極の上部に位置する第３開口部を形成することを特徴とする請求項１に記載の有機発
光表示装置。
【請求項３】
　前記第１アノード電極、前記第２アノード電極、前記第３アノード電極、及び前記画素
定義膜が下記条件を満たすことを特徴とする請求項２に記載の有機発光表示装置。
【数２】

　（ここで、ｗ１とｗ２は各々前記第１副画素、前記第２副画素、及び前記第３副画素が
互いに隣接する方向に沿って測定された前記第１開口部の幅と前記第２開口部の幅を示す
。）
【請求項４】
　前記第１アノード電極、前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極が前記第３
アノード電極、前記第１アノード電極、及び前記第２アノード電極の順に大きい幅を有す
ることを特徴とする請求項３に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１開口部、前記第２開口部、及び前記第３開口部が前記第３開口部、前記第１開
口部、及び前記第２開口部の順に大きい幅を有することを特徴とする請求項４に記載の有
機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１開口部、前記第２開口部、及び前記第３開口部各々が前記第１アノード電極、
前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極各々より小さい幅を有し、前記第１ア
ノード電極、前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極の中、前記画素定義膜と
重なる部位が一定の幅を有することを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
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　前記第１アノード電極、前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極の中、前記
画素定義膜と重なる部位の幅が３μｍ以上であることを特徴とする請求項６に記載の有機
発光表示装置。
【請求項８】
　前記第２アノード電極は外側に向けて拡張されたビアホール領域を備え、前記第２有機
発光層は前記ビアホール領域を除いた前記第２アノード電極の内側に形成されることを特
徴とする請求項６に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記第１アノード電極、前記第２アノード電極、及び前記第３アノード電極の下部に位
置する黒色の平坦化膜をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装置
。
【請求項１０】
　前記第１有機発光層が赤色のための有機発光層であることを特徴とする請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第２有機発光層が緑色のための有機発光層であることを特徴とする請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第３有機発光層が青色のための有機発光層であることを特徴とする請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機発光表示装置に関し、より詳しくは有機発光表示装置の画素に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置の表示品質は外光の影響を多く受ける。つまり、有機発光表示装置に
外光が入射すると、有機発光素子と薄膜トランジスターを構成する複数の層において外光
反射が発生する。例えば、有機発光素子において電極として用いられる金属層は高い光反
射度を有するため、入射した外光の大部分を反射させられる。このように反射した外光は
有機発光層から放出された光と混合されて画面の視認性を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、外光反射を最少化して画面の視認性を高めることができる有機発光表
示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１実施形態による有機発光表示装置は、複数の副画素を含む画素を備えてい
る。複数の副画素は第１アノード電極と第１有機発光層を含む第１副画素、第２アノード
電極と第２有機発光層を含む第２副画素、及び第３アノード電極と第３有機発光層を含む
第３副画素を含む。第１アノード電極、第２アノード電極、及び第３アノード電極は下記
条件を満たす。
【０００５】
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【数１】

【０００６】
　ここで、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３は各々第１副画素、第２副画素、及び第３副画素が互いに隣
接する方向に沿って測定された第１アノード電極の幅、第２アノード電極の幅、及び第３
アノード電極の幅を示し、Ｐは画素の幅を示す。
【０００７】
　有機発光表示装置は第１アノード電極、第２アノード電極、及び第３アノード電極の上
部に位置する画素定義膜をさらに含んでも良い。画素定義膜は第１アノード電極の上部に
位置する第１開口部、第２アノード電極の上部に位置する第２開口部、及び第３アノード
電極の上部に位置する第３開口部を形成することができる。
【０００８】
　第１アノード電極、第２アノード電極、第３アノード電極、及び画素定義膜は下記条件
を満たす。
【０００９】

【数２】

【００１０】
　ここで、ｗ１とｗ２は各々第１副画素、第２副画素、及び第３副画素が互いに隣接する
方向に沿って測定された第１開口部の幅と第２開口部の幅を示す。
【００１１】
　第１アノード電極、第２アノード電極、及び第３アノード電極は第３アノード電極、第
１アノード電極、及び第２アノード電極の順に大きい幅を有しても良い。第１開口部、第
２開口部、及び第３開口部は第３開口部、第１開口部、及び第２開口部の順に大きい幅を
有しても良い。
【００１２】
　第１開口部、第２開口部、及び第３開口部各々は第１アノード電極、第２アノード電極
、及び第３アノード電極の各々より小さい幅を有する。第１アノード電極、第２アノード
電極、及び第３アノード電極の中、画素定義膜と重なる部位は一定の幅を有する。第１ア
ノード電極、第２アノード電極、及び第３アノード電極の中、画素定義膜と重なる部位の
幅は３μｍ以上であっても良い。
【００１３】
　第２アノード電極は外側に向かって拡張されたビアホール領域を含むことができ、第２
有機発光層はビアホール領域を除いた第２アノード電極の内側に形成できる。
【００１４】
　有機発光表示装置は第１アノード電極、第２アノード電極、及び第３アノード電極の下
部に位置する黒色の平坦化膜をさらに含むことができる。
【００１５】
　第１有機発光層は赤色のための有機発光層であっても良い。第２有機発光層は緑色のた
めの有機発光層であっても良い。第３有機発光層は青色のための有機発光層であっても良
い。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明による有機発光表示装置は、アノード電極による外光反射を最少化して野外視認
性を高めることができる。また、平坦化膜を黒色物質で形成することによってアノード電
極の間の部位に入射した外光を吸収して野外視認性をさらに改善できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態による有機発光表示装置の斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態による有機発光表示装置の断面図である。
【図３】図１に示したパネルアセンブリーの副画素に対する回路図である。
【図４】図１に示したパネルアセンブリーの部分拡大断面図である。
【図５】図１に示したパネルアセンブリーの部分拡大断面図である。
【図６】図５に示したパネルアセンブリーの構成におけるアノード電極と画素定義膜を示
した平面図である。
【図７】図５に示したパネルアセンブリーの構成におけるアノード電極と有機発光層を示
した平面図である。
【図８】本発明の第２実施形態による発光装置の構成におけるパネルアセンブリーの部分
拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図を参照して、本発明の実施形態について本発明が属する技術分野において
通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。本発明は多様な形態に
具現され、ここで説明する実施形態に限られない。
【００１９】
　図１と図２は各々本発明の第１実施形態による有機発光表示装置の斜視図と断面図であ
る。
【００２０】
　図１と図２を参照すると、本実施形態の有機発光表示装置１００は、表示領域（Ａ１０
）とパッド領域（Ａ２０）を備え、表示領域（Ａ１０）において所定の映像を表示するパ
ネルアセンブリー１２と、パッド領域（Ａ２０）に固定されるフレキシブル回路基板１４
と、フレキシブル回路基板１４を介してパネルアセンブリー１２と電気的に連結される印
刷回路基板１６を含む。
【００２１】
　パネルアセンブリー１２は第１基板１８と、第１基板１８より小さい寸法で形成され、
シーラント２０によって周縁が第１基板１８に固定される第２基板２２を含む。シーラン
ト２０の内側において第１基板１８と第２基板２２が重なる部位に表示領域（Ａ１０）が
位置し、シーラント２０の外側の第１基板１８の上にパッド領域（Ａ２０）が位置する。
【００２２】
　第１基板１８の表示領域（Ａ１０）には副画素がマトリックス状に配置され、表示領域
（Ａ１０）とシーラント２０との間またはシーラント２０の外側に副画素を駆動させるた
めのスキャンドライバー（図示せず）とデータドライバー（図示せず）が位置する。第１
基板１８のパッド領域（Ａ２０）にはスキャンドライバーとデータドライバーに電気的信
号を伝達するためのパッド電極（図示せず）が位置する。
【００２３】
　第１基板１８のパッド領域（Ａ２０）には集積回路チップ２４とフレキシブル回路基板
１４が実装される。集積回路チップ２４とフレキシブル回路基板１４の周囲には保護膜２
６が形成されてパッド領域（Ａ２０）に形成されたパッド電極を覆って保護する。印刷回
路基板１６には駆動信号を処理するための複数の電子素子（図示せず）が実装され、外部
信号を印刷回路基板１６に伝送するためのコネクタ２８が設けられる。
【００２４】
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　パネルアセンブリー１２の後方にはパネルアセンブリー１２のベンディング強度を高め
るためのベゼル（枠受け：図示せず）または耐衝撃強度を高めるための緩衝テープ（図示
せず）等が位置しても良い。パッド領域（Ａ２０）に固定されたフレキシブル回路基板１
４はパネルアセンブリー１２の後方に折られて、印刷回路基板１６がパネルアセンブリー
１２の裏面と対向するようにする。
【００２５】
　図３は図１に示したパネルアセンブリーの副画素に関する回路図であり、図４は図１に
示したパネルアセンブリーの部分拡大断面図である。
【００２６】
　図３と図４を参照すると、パネルアセンブリー１２の副画素は有機発光素子（Ｌ１）と
駆動回路部で構成される。有機発光素子（Ｌ１）はアノード電極（正孔注入電極）３０と
有機発光層３２及びカソード電極（電子注入電極）３４を含む。駆動トランジスターは少
なくとも２つの薄膜トランジスター（Ｔ１、Ｔ２）と少なくとも一つの保存キャパシター
（Ｃ１）を含む。薄膜トランジスターは基本的にスイッチングトランジスター（Ｔ１）と
駆動トランジスター（Ｔ２）を含む。
【００２７】
　スイッチングトランジスター（Ｔ１）はスキャンライン（ＳＬ１）とデータライン（Ｄ
Ｌ１）に接続され、スキャンライン（ＳＬ１）に入力されるスイッチング電圧によりデー
タライン（ＤＬ１）に入力されるデータ電圧を駆動トランジスター（Ｔ２）に伝送する。
保存キャパシター（Ｃ１）はスイッチングトランジスター（Ｔ１）と電源ライン（ＶＤＤ
）に接続され、スイッチングトランジスター（Ｔ１）から伝送された電圧と電源ライン（
ＶＤＤ）に供給される電圧の差に該当する電圧を保存する。
【００２８】
　駆動トランジスター（Ｔ２）は電源ライン（ＶＤＤ）と保存キャパシター（Ｃ１）に接
続され、保存キャパシター（Ｃ１）に保存された電圧としきい電圧の差の自乗に比例する
出力電流（ＩＯＬＥＤ）を有機発光素子（Ｌ１）に供給し、有機発光素子（Ｌ１）は出力
電流（ＩＯＬＥＤ）によって発光する。駆動トランジスター（Ｔ２）はソース電極３６と
ドレーン電極３８及びゲート電極４０を含み、有機発光素子（Ｌ１）のアノード電極３０
が駆動トランジスター（Ｔ２）のドレーン電極３８に接続される。
【００２９】
　駆動トランジスター（Ｔ２）のソース電極３６とドレーン電極３８の上には平坦化膜４
２が位置し、アノード電極３０が平坦化膜４２の上に形成される。平坦化膜４２にはビア
ホール４２１が形成されてアノード電極３０がビアホール４２１を介してドレーン電極３
８に接続される。アノード電極３０と平坦化膜４２の上には画素定義膜４４が位置する。
画素定義膜４４は副画素毎にアノード電極３０と重なる部位に開口部４６を形成してアノ
ード電極３０を露出させる。そして、有機発光層３２が画素定義膜４４の開口部４６に満
たされてアノード電極３０に接触する。
【００３０】
　有機発光層３２は画素定義膜４４の開口部４６と同じ面積で形成されるか、画素定義膜
４４の開口部４６より大きい面積で形成される。つまり、後者の場合、有機発光層３２は
開口部４６が形成された画素定義膜４４の側壁と画素定義膜４４の上面にかけて形成でき
る。図４では一例として有機発光層３２が画素定義膜４４の開口部４６と実質的に同じ面
積で形成されたことを示した。副画素の構成は前述した例に限定されず多様に変形できる
。
【００３１】
　前述した有機発光素子（Ｌ１）においてアノード電極３０は光反射特性を有する金属層
として形成され、カソード電極３４は透明導電膜として形成される。従って、有機発光層
３２から放出された光はカソード電極３４と第２基板２２を透過して外部に放出され、ア
ノード電極３０は有機発光層３２から放出された光の中、第１基板１８に向けて放出され
た光を第２基板２２に向けて反射させて発光効率を上げる。この時、アノード電極３０は
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有機発光層３２の光だけでなく外部から入射された外光（例えば、太陽光）も反射する。
【００３２】
　本実施形態の有機発光表示装置１００は発光効率を上げかつアノード電極３０による外
光反射を最少化するために次のような構成を有するアノード電極３０を提供する。
【００３３】
　図５は図１に示したパネルアセンブリーの部分拡大断面図であり、図６は図５に示した
アノード電極と画素定義膜の平面図であり、図７は図５に示したアノード電極と有機発光
層の平面図である。
【００３４】
　図５乃至図７を参照すると、有機発光表示装置１００の画素は第１アノード電極３０１
と第１有機発光層３２１を含む第１副画素（ＳＰ１）と、第２アノード電極３０２と第２
有機発光層３２２を含む第２副画素（ＳＰ２）と、第３アノード電極３０３と第３有機発
光層３２３を含む第３副画素（ＳＰ３）で構成される。カソード電極３４は副画素別に分
離せずに第１乃至第３副画素（ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３）全部にわたって形成される。
【００３５】
　第１実施形態において有機発光表示装置１００は、第１副画素（ＳＰ１）に赤色を対応
させ、第２副画素（ＳＰ２）に緑色を対応させ、第３副画素（ＳＰ３）に青色を対応させ
て、フルカラーの画像を実現できるように備えられる。そのために第１有機発光層３２１
は赤色用発光層に、第２有機発光層３２２は緑色用発光層に、第３有機発光層３２３は青
色用発光層に備えられる。勿論、本発明において、複数の有機発光層が実現する各々の発
光色は前記例に限定されず有機発光表示装置に実現させる目的や有機発光表示装置の構成
及び当業者の選択により適切に変更できる。
【００３６】
　画素定義膜４４は第１副画素（ＳＰ１）に位置する第１開口部４６１と、第２副画素（
ＳＰ２）に位置する第２開口部４６２と、第３副画素（ＳＰ３）に位置する第３開口部４
６３を含む。第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）は互いに異なる幅で
形成され、第１乃至第３開口部（４６１、４６２、４６３）も互いに異なる幅で形成され
る。
【００３７】
　図６で第１乃至第３副画素（ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３）が互いに隣接する方向（図面の
ｘ軸方向）に沿って測定される第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）の
幅を各々Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３で表示した。そして、同じ方向に沿って測定される第１乃至第
３開口部（４６１、４６２、４６３）の幅を各々ｗ１、ｗ２、ｗ３で表示した。
【００３８】
　第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）の幅と第１乃至第３開口部（４
６１、４６２、４６３）の幅は当該副画素に位置する第１乃至第３有機発光層（３２１、
３２２、３２３）の発光効率に反比例しても良い。つまり、第１乃至第３の有機発光層（
３２１、３２２、３２３）の中で発光効率が低い有機発光層であるほど相対的に発光効率
の高い有機発光層に比べて対応するアノード電極の幅と開口部の幅を拡大させて、画素中
で大きい面積を占めるようにできる。
【００３９】
　第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）の幅は第３アノード電極３０３
、第１アノード電極３０１、及び第２アノード電極３０２の順に大きい値を有し、画素定
義膜４４の開口部（４６１、４６２、４６３）の幅も第３開口部４６３、第１開口部４６
１、及び第２開口部４６２の順に大きい値を有する。従って、一つの画素内で第３有機発
光層３２３、第１有機発光層３２１、及び第２有機発光層３２２の順に大きい面積を占め
る。
【００４０】
　そして、第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）は当該副画素の画素定
義膜開口部（４６１、４６２、４６３）より大きい幅に形成されて第１乃至第３アノード
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電極（３０１、３０２、３０３）の周縁の一部が画素定義膜４４と重なる。この時、画素
定義膜４４の開口部（４６１、４６２、４６３）はビアホール４２１が形成された部位を
除いてアノード電極（３０１、３０２、３０３）の周縁と一定の距離を維持するように形
成される。従って、第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）は画素定義膜
４４と重なる部位の幅（ｗ４、図６参照）を一定に維持できる。
【００４１】
　第１、第２、及び第３の有機発光層（３２１、３２２、３２３）は当該副画素の画素定
義膜開口部（４６１、４６２、４６３）と同じ面積で形成されたり、画素定義膜４４の開
口部（４６１、４６２、４６３）より大きい面積で形成できる。図７では第１、第２、及
び第３の有機発光層（３２１、３２２、３２３）が当該副画素の画素定義膜Ｃ開口部（４
６１、４６２、４６３）と同じ面積を有することを示した。
【００４２】
　本実施形態の有機発光表示装置１００において、第１乃至第３アノード電極３０１、３
０２、３０３は下記条件１を満たすように形成される。
【００４３】
【数３】

【００４４】
　ここで、Ｐは画素の幅を示す。
【００４５】
　条件１でＷ１とＷ２の合計がＷ３の２倍以上であれば、画素内で第３アノード電極３０
３と第３有機発光層３２３が十分な面積を占められないため、第３有機発光層３２３の発
光効率を上げることができない。そして、条件１でＷ３の２倍値が画素幅（Ｐ）の２／３
倍以上であれば、第１及び第２アノード電極（３０１、３０２）と第１及び第２有機発光
層（３２１、３２２）の面積が過度に縮小されるため、第１及び第２有機発光層（３２１
、３２２）の発光効率を最適化することができない。
【００４６】
　また、本実施形態の有機発光表示装置１００において第１乃至第３アノード電極（３０
１、３０２、３０３）と画素定義膜４４は下記条件２を満たすように形成される。
【００４７】
【数４】

【００４８】
　前記条件２は第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）の中、画素定義膜
４４と重なる部位の幅（ｗ４）が３μｍより大きいことを意味する。
【００４９】
　前記２の条件を満たさないと、フォトリソグラフィ工程で画素定義膜４４の開口部（４
６１、４６２、４６３）を形成する時、画素定義膜４４のパターン品質が低下してアノー
ド電極（３０１、３０２、３０３）の周縁において画素定義膜４４が損傷される。この場
合、アノード電極（３０１、３０２、３０３）の周縁においてアノード電極（３０１、３
０２、３０３）とカソード電極３４が接触して電気的な短絡が生じ、有機発光層（３２１
、３２２、３２３）が損傷される。
【００５０】
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　本実施形態の有機発光表示装置１００は条件２を満たすように形成されて、アノード電
極（３０１、３０２、３０３）とカソード電極３４の電気的な短絡と有機発光層（３２１
、３２２、３２３）の損傷を抑制できる。
【００５１】
　このように本実施形態の有機発光表示装置１００は有機発光層（３２１、３２２、３２
３）の効率により副画素毎にアノード電極（３０１、３０２、３０３）の幅を異なって形
成すると同時にアノード電極（３０１、３０２、３０３）の中で画素定義膜４４と重なる
部位の幅（ｗ４）を最小化した構成で構成される。
【００５２】
　従って、第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）は当該副画素の有機発
光層（３２１、３２２、３２３）から光を放出する時、第２基板２２に向けて反射効率を
上げかつ画素定義膜４４と重なる部位の幅（ｗ４）を最少化することによって意図しない
外光反射を最少化できる。その結果、本実施形態の有機発光表示装置１００は外光反射を
低くして画面の視認性を高められる。
【００５３】
　前述した副画素構成において、第１乃至第３有機発光層（３２１、３２２、３２３）は
ビアホール４２１と重ならないようにパターニングされて、有機発光層（３２１、３２２
、３２３）とカソード電極３４の平坦度が高められる。
【００５４】
　例えば、第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）の中で相対的に幅と面
積が大きい第１アノード電極３０１及び第３アノード電極３０３は長方形で形成され、そ
の内側にビアホール４２１が位置することができる。そして、第１有機発光層３２１及び
第３有機発光層３２３はビアホール４２１と一定の距離を維持するようにその一部が凹形
に形成できる。
【００５５】
　一方、第１乃至第３アノード電極（３０１、３０２、３０３）の中で幅と面積が最も小
さい第２アノード電極３０２は外側に向けて拡張されたビアホール領域５０（図７参照）
を備えることができる。ビアホール４２１はビアホール領域５０に位置し、第２有機発光
層３２２はビアホール領域５０を除いた第２アノード電極３０２の内側に長方形で形成で
きる。従って、幅と面積が最も小さい第２副画素（ＳＰ２）においてパターン余裕を容易
に確保できる。
【００５６】
　図８は本発明の第２実施形態による発光装置の構成におけるパネルアセンブリーの部分
拡大断面図である。
【００５７】
　図８を参照すると、本実施形態の有機発光表示装置１０１は平坦化膜４２’が光を吸収
する黒色物質で形成されるのを除いて、前述した第１実施形態の有機発光表示装置と同様
に構成される。第１実施形態のような部材については同じ引用符号を与える。
【００５８】
　平坦化膜４２’は黒色を有するアクリル系物質で形成できる。黒色の平坦化膜４２’は
アノード電極（３０１、３０２、３０３）の間の部位に入射された外光を吸収して野外視
認性を向上させる。従って、第２実施形態の有機発光表示装置１０１が前述した第１実施
形態の有機発光表示装置１００より外光反射を低くして、野外視認性を改善することがで
きる。
【００５９】
　下記表１に比較例の有機発光表示装置と第１実施形態の有機発光表示装置及び第２実施
形態の有機発光表示装置各々の外光反射率をコンピュータシミュレーションを通して測定
した結果を表示した。比較例の有機発光表示装置は第１乃至第３副画素全てにおいて同じ
幅で形成されたアノード電極を備え、アノード電極の形状を除いて第１実施形態の有機発
光表示装置と同様に構成される。
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【表１】

【００６１】
　外光反射率のシミュレーション測定は同じ標準光源条件で標準反射板と実験対象の外光
反射率を比較実験する過程で行われる。前記表の外光反射率は標準反射板の反射率を１０
０と仮定する時、標準反射板の反射率に対する比較分を計算して示したものである。
【００６２】
　前記表に示したように、アノード電極が第１乃至第３副画素全てにおいて同じ幅で形成
された比較例の有機発光表示装置より、アノード電極の幅を最適化した第１実施形態及び
第２実施形態の有機発光表示装置で外光反射率を低くでき、特に黒色の平坦化膜を備えた
第２実施形態の有機発光表示装置で外光反射率が最大４．４％減少したのを確認できる。
【００６３】
　以上、本発明の望ましい実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるので
はなく、特許請求の範囲と発明の詳細な説明及び添付図の範囲内で多様に変形して実施す
ることが可能であり、これも本発明の範囲に属するのは当然である。
【符号の説明】
【００６４】
　　１００，１０１　有機発光表示装置
　　１２　パネルアセンブリー
　　１４　フレキシブル回路基板
　　１６　印刷回路基板
　　１８、２２　第１基板、第２基板
　　２０　シーラント
　　２４　集積回路チップ
　　２６　保護膜
　　２８　コネクタ
　　３０，３０１，３０２，３０３　アノード電極
　　３２，３２１，３２２，３２３　有機発光層
　　３４　カソード電極
　　３６　ソース電極
　　３８　ドレーン電極
　　４０　ゲート電極
　　４２　平坦化膜
　　４２１　ビアホール
　　４４　画素定義膜
　　４６，４６１，４６２，４６３　開口部
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像素，第三阳极303和第三子电极303。 图3包括包括有机发光层的第三子像素。 第一阳极，第二阳极和第三阳极满足以下条件。 
这里，W1，W2，W3分别是第一子像素，第二子像素和沿着第三子像素彼此相邻的方向测量的第一阳极的宽度，第二阳极的宽
度， 并且第三阳极的宽度，并且P表示像素的宽度。 [选择图]图6
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